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Preliminary datasheet
EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT /| NTC

Eigenschaften

+ Elektrische Eigenschaften
- Vpss=1200V 3
- Ipy=100A/ Ipgy =200 A )
- Erhohte Zwischenkreisspannung
- Hohe Stromdichte

Niedrige Schaltverluste

Typical Appearance

+ Mechanische Eigenschaften
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
- PressFIT Verbindungstechnik
- Integrierter NTC Temperatur Sensor

Potenzielle Anwendungen

» 3-Level-Applikationen

+ Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen

» Solar Anwendungen

Produktvalidierung

+ Qualifiziert fiir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068

Beschreibung

Datasheet Please read the sections "Important notice" and "Warnings" at the end of this document Revision 0.20
www.infineon.com 2022-05-25
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1 Gehiuse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz, t=1min 3.0 kv

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,O3

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kiihlkorper 115 mm

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kontakt 6.3 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kiihlkorper 10.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kontakt 5.0 mm

Vergleichszahl der CTI >200

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Modulstreuinduktivitat Lece 15 nH

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anpresskraft fiir mech. Bef. F 40 80 N

pro Feder

Gewicht G 39 g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 MOSFET

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Drain-Source-Spannung Vbss T,j=25°C 1200 v
Implementierter Drain- IpN 100 A
Strom

Drain-Dauergleichstrom Iopc T,j=175°C, Vgs =15V Ty=65°C 85

Periodischer Drain- Iprm | verified by design, t, limited by Tyjmax 200

Spitzenstrom

Gate-source Spannung, Vis D<0.01 -10/23 \Y
max. transiente Spannung

Datasheet 3 Revision 0.20
2022-05-25
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2 MOSFET
Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Einschaltwiderstand Rpsion) |/p=100A Ves=15V, 113 mQ
T,;=25°C
VGS =15 V, 14.8
T,;=125°C
VGS =15 V, 16.5
T,;=150°C

Gate-Schwellenspannung Ves(th) | /p =40 mA, Vps =Vgs, T,; =25 °C, (tested after | 3.45 4.5 5.15 Y
1ms pulse at Vgg =+20V)

Gateladung Qs Vpop =800V, Vgs=-5/15V 0.277 uC
Interner Gatewiderstand Rgint |Tyj=25°C 2 Q
Eingangskapazitat Ciss  |f=100kHz, Vps=800V, |T,;=25°C 8.8 nF
Vgs=0V
Ausgangskapazitat Coss |f=100kHz, Vps=800V, |T,;=25°C 0.42 nF
Ves=0V
Rickwirkungskapazitat Crss f=100kHz, Vps =800V, |T,;=25°C 0.028 nF
Ves=0V
Coss Speicherenergie Eoss  |Vps=800V, Vgs=-5/15V, T,;=25°C 176 ud
Drain-Source-Reststrom Ipss Vps=1200V, Vgs=-5V  |T,;=25°C 0.4 380 MA
Gate-Source-Reststrom lgss Vps=0V, T,;=25°C Vgs=20V 400 nA
Einschaltverzogerungszeit tdon |Ip=100A,Rgon=3.9Q, |T,j=25°C 45.1 ns
(ind. Last) Vpp =600V, Vgs=-5/15V T,;=125°C 43.9
T,;=150°C 42
Anstiegszeit (induktive t, Ip=100A,Ron=3.9Q, |T,;;=25°C 25.5 ns
Last) Vpp =600V, Vgs =-5/15V T,=125°C 5.3
T,;=150°C 24.4
Abschaltverzogerungszeit taoff |Ip=100A,Rgor=3.9Q, |T,j=25°C 84.2 ns
(ind. Last) Vpp =600V, Vgs=-5/15V T,;=125°C 86.7
T,;=150°C 87.5
Fallzeit (induktive Last) te Ip=100A,Rgo=3.9Q, |T,;=25°C 32.2 ns
Voo =600V, Ves =-5/15V [ _ 155 ec 355
T,;=150°C 37.3
Einschaltverlustenergie Eon Ip=100A, Vpp =600V, T,;=25°C 1 mJ
S SIS -
kA/ps (Ty; = 150 °C) T,;=150°C 1.24
(wird fortgesetzt...)
Datasheet 4 Revision 0.20
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3 Body diode
Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ip=100A, Vpp =600V, T,;j=25°C 1.62 mJ
Puls L6=35 nH VGS:_S/]'SV °
? > 1T, =125°C 1.85

Reor=3.9Q,dv/dt=21 |- Y

kV/us (ij =150°C) T,;=150 °C 1.93
Warmewiderstand, Chip Rihyn | pro MOSFET 0.58 K/W
bis Kuhlkorper
Temperaturim Tyjop -40 150 °C
Schaltbetrieb

Anmerkung: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior
of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 and AN
2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

3 Body diode
Tabelle 5 Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Body Diode-Gleichstrom Isp Tj=175°C, Vgs=-5V Thy=20°C 32 A
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Vsp Isp=100A,Vgs=-5V T,j=25°C 4.6 5.65 v
T,;=125°C 4.35
T,;=150°C 43
4 IGBT, 3-Level
Tabelle 7 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,j=25°C 1200 v
Sperrspannung
Implementierter Kollektor- Ien 100 A
Strom
Kollektor- lcpc Tyjmax=175°C Ty=65°C 60 A
Dauergleichstrom
Periodischer Kollektor- Icrm | tp begrenzt durch Ty; 4, 200 A
Spitzenstrom

(wird fortgesetzt...)

Datasheet 5 Revision 0.20
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41GBT, 3-Level
Tabelle 7 (Fortsetzung) Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Gate-Emitter- VGEs 20 v
Spitzenspannung
Tabelle 8 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kollektor-Emitter- Vcesat |Ic=100A, Vge=15V T,j=25°C 1.50 TBD v
Sattigungsspannung T,;=125°C 1.64
T;=175 °C 1.72
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=2.5mA, Vg =Veg, T;j=25°C 5.15 5.80 6.45 Y
Gateladung Qg Ve =15V, Vec =600V 1.8 pC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 1.5 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 21.7 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 0.076 nF
Kollektor-Emitter- IcEs Vce=1200V, Vge=0V T,j=25°C 0.009 | mA
Reststrom
Gate-Emitter-Reststrom Iges Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=100A, Vcc =600V, T,j=25°C 0.153 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgon=1.8Q T,;=125°C 0.166
TVJ- =175°C 0.174
Anstiegszeit (induktive t Ic =100 A, Vcc =600V, T,j=25°C 0.033 ps
Last) Vee=+15V,Rgon=1.8Q T,;=125°C 0.037
T;=175 °C 0.040
Abschaltverzogerungszeit tgof  |Ic=100A, V=600V, T,;j=25°C 0.283 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgor= 1.8 Q T,;=125°C 0.368
T,;j=175°C 0.421
Fallzeit (induktive Last) te Ic =100 A, Vcc =600V, T,;j=25°C 0.149 us
Vee =15V, Roort =18 Q | 1 _155oc 0.221
T;=175 °C 0.273
Einschaltverlustenergie Eon Ic=100A, Vcc =600V, T,;=25°C 6.75 mJ
2400 A/ps (T,;j=175°C) |T,;=175°C 11.5
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=100A, Vcc =600V, T,;=25°C 6.6 mJ
e ’f?(;off?f) lng ’Q\ijv/ditlf b Tj=125°C 10.2
2700 V/ps (T,;=175°C) T,j=175°C 12.7
(wird fortgesetzt...)
Datasheet 6 Revision 0.20
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5 Diode, 3-Level

Tabelle 8 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kurzschlussverhalten Isc Vee<15V, V=800V, tp=8 s, 370 A
VCEmaX:VCES_LSCE*di/dt TVJ <150°C

tp <7 s, 350

ij <175°C
Warmewiderstand, Chip Rinyy | pro IGBT 0.920 K/W
bis Kuihlkorper
Temperaturim Tyjop -40 175 °C
Schaltbetrieb

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN

2018-14
5 Diode, 3-Level
Tabelle 9 Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrrM T,j=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 100
Periodischer Spitzenstrom IFrM tp=1ms 200
Grenzlastintegral 2t tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 970 A’s
T,;=175°C 860
Tabelle 10 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ir=100A,Vge=0V T,;j=25°C 1.72 TBD v
T,;=125°C 1.59
T,;=175°C 1.52
Riickstromspitze Irm Vec =600V, [r=100A, T,j=25°C 95.5 A
a0 s Ty 1757) |14 125°C
T,;=175°C 134
Sperrverzégerungsladung O, Vec =600V, /=100 A, T,;=25°C 8.64 pC
00 Al/i;/ ’(T(jjli/(i;S o) [TuTIBC -
T,;=175°C 20

(wird fortgesetzt...)
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6 NTC-Widerstand

Tabelle 10 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Abschaltenergie pro Puls Erec Vcc =600V, /=100 A, T,;j=25°C 3.13 mJ

VGE =-15 V, 'le/dt =

T,,=125°C 5.83
2400 A/ps (T;=175°C) |-~
T,;=175°C 7.58
Warmewiderstand, Chip Rinjn | pro Diode 1.03 K/W
bis Kuihlkorper
Temperaturim Tyjop -40 175 °C

Schaltbetrieb

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN

2018-14.
6 NTC-Widerstand
Tabelle 11 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min. | Typ. | Max.

Nennwiderstand Rys Tntc=25°C 5 kQ
Abweichung von Rgq AR/R | Ty1c=100°C, R190=493Q -5 5 %
Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mwW
B-Wert Bys;so |Ry=Rps exp[825/50(1/T2-l/(298,15 K))] 3375
B-Wert Basiso | Ra=Ras exp[Bas/go(1/To-1/(298,15 K))] 3411 K
B-Wert Basj100 | Ra = Ras explBas/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433 K

Anmerkung: Angaben gemdl gliltiger Application Note.

Datasheet 8 Revision 0.20
2022-05-25
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7 Kennlinien
7 Kennlinien
Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET
Ip=f(Vps) Ip="f(Vps)
Vs =15V Tyj= 150 °C
200 — 200 v
T,=25°C //,/ V=19V 1
vj / v / //
180 f|———T,=125C eyt 180 |— — — V=17V 7/ //
—————— T, =150°C 7 mTm V=15V // yé
160 7 {0y  P— Vg =13V Vi
/7 /
Y s V=11V / %
] 4 ]
140 ///, 140 | —-—-= v =9V // // g >
2l 4 N I I § Etiettet V=TV |/ )/ .-
1201 Vs 1201 Vo ~
— // // —_ /// //
<C 7/ <C / / K
- 1 _ / i — o 08
_o 00 ///// _o 00 ///// ' - ’/
/ 4
80 /4 80 A
// // A /
// 7 B P —
601 7 601 g4 T
/ s P
/// / -
40 74 40 / ‘/./
7 i~
N T
) T
0 1 1 1 1 1 1 1 0 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1
00 05 1.0 15 20 25 30 35 40 00 05 1.0 15 20 25 30 35 40 45 50
Vi (V) Ve (V)
Ubertragungscharakteristik (typisch), MOSFET Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET
Ip=f(Vgs) Vs =f(Qg)
Vps =20V Ip=100A, T,;=25°C
200 p 15
180{ | ——— 1, =125% J
1601
10
1401
120
=z =
= 100+ 2 54
- >
80
60
0 ]
40
20
0 -5 T T T T T
4 12 000 005 010 015 020 025 030
Qs (HO)
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Kapazitats Charakteristik (typisch), MOSFET
C=f(Vps)
f=100kHz, T,;=25°C,Vgs=0V

Schaltverluste (typisch), MOSFET
E="(lp)

RGoff =39 Q, RGon =3.9 Q, VDS =600 V, VGS = -5/15 Vv

100 5.0
Cies B, T, =125°C
———c,. 45|——— E,,T,=150C
______ Cres —=== B T,=125°C /}/
U Eqp T, =150°C 4
10—
== 3.5
\
>
\\ 3.0
™ NS =
[V
R e anl T~ E 254
@) N =7 w
\\\\ \\ -
N 2.0
\
\
1\ 1.5+
0.1 =
=~ 1.0
““““ 0.5
0.01 T T T T 0.0 T T T T T T T T
0.1 1 10 100 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Vos (V) Ip (A)
Schaltverluste (typisch), MOSFET Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET
E=1(Re) Ip="f(Vps)
Vps=600V, Ip=100A,Vgs=-5/15V Rgoff=3.9 Q, TVJ- =150°C,Vgs=-5/15V
12.0 - 250
E,,T,=125°C 7/ —— 1, Modul
Ol ——— ¢ TJ-150°C Y — —— I, Chi
on’ 'vj Y/ D’ P
OIS | — Eogp T,y = 125°C
R N oo V/,
Eyp Ty = 125°C y 200 |
9.07 |
5o |
= —
<C
£ 6.0 = I
Y ~ |
i |
0 100 |
4.0 :
3.0 |
50 1 |
2.0 |
|
1.0 |
|
00 I I I I I I I O I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 200 400 600 800 1200 1400
Rs (Q) Ve (V)
Datasheet Revision 0.20

2022-05-25



F3L11MR12W2M1_B74
EasyPACK™ Modul

infineon

7 Kennlinien

Transienter Warmewiderstand , MOSFET

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, 3-Level

Zy, = f(t) lc=f(Vce)
VGE =15V
1 200 ve -
. —5eo / e
| Zy, - MOSFET T,=25°C s
180 |——— T,=125°C / //
—————— T =175°C '
vj /
160 /
140
120
= —
£ 01 = 100
N-E
80
60
40
i 1 2 3 4
r[K/w] 0.0202 0.0668 0.136 0.357
20
T.[S] 6.93E-4 0.00891 0.0546 0.276
0.01 ‘ ‘ 0
0.001 0.01 0.1 1 10 0.0 3.0
t(s)
Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, 3-Level Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT, 3-Level
lc=f(Vce) lc=f(Vge)
T,;=175°C Veg=20V
200 200
V_ =19V / // T =25°C ///
GE / // vj ///
180 |— — — Vg =17V A A = 180 |———T1,=125%C 4
______ Vg, =15V ]/ - /7
S0y & [— v =V | [/ 160
/
o c— VGE :11\/ I I/
. / ke _
140 | —-—— Vg = oV I, - 140
/ II "'.
120 (Yavi . 120
= i T 2
17
<, 100+ i/ - < 100+
// K ‘/
Iy g
801 /{',-' S/ 801
/7 ‘|
i/
60 Wi e — 60
i / -
40 o 40
| br) |
20 4 20
v
0 I I I I I I I I I 0
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 13
Ve (V)
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Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

E=f(lg) E=f(Rg)
Reoff=1.8 Q, Rgon =1.8 Q, V¢ =600V, Vge =215V lc=100A,Vcc=600V,Vge=215V
35 40
E T, =125°C E T, =125°C 1
on’ "vj on’ "vj 7
——— E,T,;=175C 35|77 7 EwTy=1T5C Pid
307 |-——— Eyp T, = 125°C 72 B N | ettt Egp T, = 125°C P
------------ oo Ty = 175°C // e BT, =2 175°C Py
30
25
25
20
= =
E £ 20
w w
15
15
10
10 =
5 5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
I (A) R (Q)
Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level
t:f(|c) t:f(RG)
Reof=1.8 Q,Rgon=1.8 Q,Vcc =600V, Vge =215V, TVJ = lc=100A,Vcc=600V,Vge=£15V, TVJ =175°C
175°C
10 10
tdon tdon
- - tl’ - tr
______ Lot T b
------------ t, et
14 -~
______________________ 1
o 5 -
=2 0.1 =2
- =S T T T A e
-7 0.1 ===
7 -
-
001 7 /
/
0.001 T T T 0.01 T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
I (A) R (Q)
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7 Kennlinien

Spannungssteilheit (typisch), IGBT, 3-Level
dv/dt =f(Rg)
Ic =100 A, Ve =600V, Vg =£15V, T,; = 25°C

Transienter Wirmewiderstand , IGBT, 3-Level
Ziy =f(t)

8
dv/dt-onat1/10x 1.
7 — — — dv/dt-offat |,
6
5 |

dv/dt (V/ns)
S

Z,, (K/W)

i 1 2 3 4

r[K/w] 0.0149 0.0501 0.094 0.761

Ts] 5.74E-4 0.00939 0.0584 0.307

0.01 T T T
0.001 0.01 0.1 1 10
t(s)

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, 3-
Level

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT, 3-Level
C=f(Vce)

lc=f(Vce) f=100 kHz, Vge =0V, T,;=25°C
Reof=1.8 Q,Vge =115V, TVJ =175°C
250 1000
—— I, Modul — G
— —— 1, Chip ———c,
10-H- " Cres
200
10
150
=< B
< = 1
O
- AN
© ~
~—
100 N T——
S e e e g P
011 TS~
50
0.01
0 1 1 1 1 1 0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ve (V) Ve (V)
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7 Kennlinien

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, 3-Level

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, 3-Level

Vee = f(Qg) Ie = f(Vp)
lc=100A, ij =25°C
15 200 7
7
180 |———T,=125%C Iy
73 [ S . | T,=175°C I//
160 I
140
5
120
= <
W 0] = 100
>
80
-5
60
40
-10
20
-15 T T T T T T T T 0
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 0.0 2.5

Q; (HC)

Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

Erec = f(lF) Erec =f(Rg)
RGon:1'8Q7VCC:6OOV IF=100 A, VCCZGOOV
12 10
E ,T =125°C E ,T =125°C
11 rec’ " vj rec’ " vj
———E_,T =175°C 91|——— E_,T.=175°C
rec’ 'vj _ rec 'vj
10
8 ]
9 -
7 ]
8 -
—_ 7 ] —_ 6 ]
= -
1S £
= 6 = 5|
w w
54 4]
4]
3 ]
3 -
2
2 -
1] 17
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
I (A) R, (Q)
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7 Kennlinien
Transienter Warmewiderstand, Diode, 3-Level Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
Zen = f(t) R=f(Tnrc)
10 100000
|— Z,,,:Diode | Ry,
10000}
1
= —
< (e
= = 1000
N
0.1
100
i 1 2 3 4
r[K/W]  0.043 0.217 0.625 0.145
TI[S] 7.48E-4 0.0195 0.152 0.666
0.01 T T T 10 T T T T T T
0.001 0.01 0.1 1 10 0 25 50 75 100 125 150 175
t(s) Tyre C)
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8 Schaltplan

8 Schaltplan

afineon

DC+

® O
GSoJ J N
ES G20 |
S2
Mo—e o A(
J e /N
G6OJ 630 |
E6 S3
¢ O
El
DC-

™

BM

T £

12

Abbildung 1

Datasheet

16

Revision 0.20
2022-05-25



F3L11MR12W2M1_B74

EasyPACK™ Modul

9 Gehduseabmessungen

infineon

9 Gehauseabmessungen
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10 Modul-Label-Code

10 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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Anderungshistorie

Anderungshistorie

Dokumentenrevision |Freigabedatum |Beschreibung der Anderungen

V1.0 2020-05-29 Target datasheet

V2.0 2020-09-04 Preliminary datasheet

n/a 2020-09-01 Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision
number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet =
1.xy

0.20 2022-05-25 Preliminary datasheet
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